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.Extracto de la descripcidn

‘ JMateriales de soporte clasificados, de elevada
4rea supérficial, y un procedimiento electrostdtico de- for=
macién de imdgenes Que ut%liza dicho material. Este proce-
dimiénto éomprende las opéfacioﬁes de proporcionar un miem-

- bro electrﬁstatogréfiéo de formacidén de imdgenes pro#isto
de una superficie de grabaéién, f;rmar una imagen latente
~electrostdtica sobre dicha sunerficie de cfra.}:)ac:i.én y poner
en contaoto tal 1magen latente electrostética con wa mez-
cla reveladora gque comprende particulas viradoras finamente

divididas que se adhicren electrostdticemente a la superfi-

.cie(de'materiéies de soporte clasificados, de elevado drea

superficial, de unos 150 cm2/gramo por lo menos, de wma des
. )
: viacién standard geométrica en 1la distribucién por volime-

-'nes de tamanos de partfculas 1nferlor a 1,3 aproximadamente

'y de. una distribucién de dichos tamanos en la que las partf
_ culas de soporie tienen un didmetro medio inferior a umas

100 micras, en virtud de lo cual por lo menos una porcién ‘
N ée las-cifadas particulas vifadoras finanente divididas es

atraida y depositada sobre la referida supevflcle de graba~

-~ @ibn de acuerdo con la mencionada imagen latente electrosté-

tica,

.
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ANTECEDENTES DE LA INVENCION

Esta invencién se relaciona en general con siste-
mas,electrostétogréficos‘de formacién de imdgenes y en par-
ticular con perjeccionadqs naberiales reveladores y con el
empleo de los mismos. "

La formacidén y reveiadg de imégenes sobre la su~
perficie de materiales fotoconductores por medios electros-
tdticos son bien conocidos. ELl procedimiento electrostato-
gréfico bésico, expuesto por C,F, Carlson en la patente es-

tadounidense n? 2,297.691, incluye la aplicacién de wna

carga electrostdtica uniforme a una capa aislante y foto-

- conductora, la expdsicién de esta capa a una imagen de luz

y sombras para disipar la carga sobre las éreas de la capa
expuestas a la luz y el revelado de la resplténte'imagen
latente electrostdtica mediante depdsito sobre la imagen
delun naterial electroscédpico finamente dividido, al que
se hace referencia en la téenica por "virador"., El virador
gerd normalmente atraido haqia las zonas de la menbionada'
capa que retienen una carga, forméndose asl una imagen vi-
radora correspondiente a la imagen laf;ﬁ%é”électrostética.
Esta inzcen de polvo virador puede transferirse luego a
una superficie de soporte, tal como papel. La imagen trans-
ferida puede fijarse subsiguientemente de modo permanente
en la supsrficie de soporte mediante calor. En lugar de

la fermaciéh de lo imagen 1atente’por carga uniforme de la
capa fotoconductora y uiterior exposicidn de ésta a una
imbgen de lug ¥ smmbra,lse puede;fOrmdr la citada imagen

latente cargando directamente la capa con wna configuracidn

“de imegen. La lmegen de polvo puede fijarse a la capa folow
- ’

cenduepora si se desea elininar la operacién de transferen-

.
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cia de tal imagen. La citada operacién de fijacién por ca-
Ior puede ser sustitufda por otros medios de fijacién ade-
‘cuados, tales como un tratamiento de recubrimiento o con

’

disolventes,

' " . Se conocen muchos métodos de aplicacidn de las
particulas electroscépicas a la imagen latente electrosté-
tica a revelar. Un método de revelado, expuesto por E.N.

. Wise en la patente estadounidense n? 2,618,552, se conoce
por revglado "en cascada'. En este método, el material re-
velador que comprende particulas de soporte relativamente
grandes dotadas de particulas viradoras finamente dividi-

~ das que se adhieren electrostéticamente a la éuperficie
@é las particulas de soporte, se transporta y extiende o

,’ s
,%plica en cascada a través de la superficie que contiene

f la imagen latente electrostdtica. La composicién de las

!
/

;  particulas viradoras se selecciona de manera qQue presente
" una polaridad tribvoeléctrica opuesta a la de las paiticu—
.uias de soporte. Para revelap una imagen latente electros-

t4tica negativamente cargadé, deberd seleccionarse una
combinacidn de polvo electroscdpico y éé‘soporte en la.que

—;;éiéﬁoupolvo sea %fibbeléctricamente positivo en relacidn

con el soporte. Inversamente, para revelsr una imagen la-
ténte electrostdtica positivamente cargada, deberdn selec-
.. cionarse un polvo electroscdpico y-uﬁ soporte en los que
el primerc sea tribvoeléctricamente negativo en relacidn
con el segundo. Esta relacidén triboelécirica entre el polvo
y el ébportc depende de sus posiciones relativas en una
serie triboeléetrica en la que los materiales se disponen
de tal manera que cada uno de ellos se carge elecyvroposi-
;:ft;VamentQ_pgando erxtra en éontaoto con cualquier moterial

L
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situédo debajo de €1l en la serie y electronegativamente
cuandp entra en conbacto con cualquier maierial situado
encima de €1 en la serie. Al extenderse én cascala la mez-
c}ala través de la super;icie portadora de la imagen, las
partfculas viradoras se depositan electrostdticamente y
Se aseguran a las porciones cargadas de la imagen latente
¥ no se depositan en las porcionés sin cargar o de fondo
de la imagen. La mayor parte de las pérticulas viradoras
accidentalmente depositadas en‘el foﬁdé es-fefirada.por
el sopofte rodante, debido al parecer a la nayor atraccidn
electrostitica entre el virador y ei éoporte que entre el
vi?ador y el fondo descargado., Ies particulas‘de‘soporﬁe

¥ las particulas viradoras no usadas son luego recicladas.

V'Esta técnica es extremadamente buena para elA%évelado de

imfzenes de-copia lineal. El procedimiento de revelado en

cascada constituye la técnica de revelado electrostatogri~
i ;

fico comercial més amplianente utilizada. En la patente

estadounidense n2 3,099.943 se describe wna miguina de

1

copia de oficina para fines generalies, uuc incorpora esta

téonica,
Otra téenica de revelado de imdzenes electrostd~

ticas es el procedimiento de "brocha maznética, descrito

por ejemplo en la patente estadounidense ne 2.874.063. En
este método, un material revelador que contiene partfculas
viradoras y particulasVde soporte masnéticas es arrastrado
por un imdn, El campo maznético de éste determina el ali-
neamiento de lag particulas de éoporte nagrdticas en una
confiruracidén a modo de brocha o cepillo, wnta brocha o
cepillo magnético se acopla a wna superficle portadors de

7’ ’ . ‘J
imagen latente electrostitica .as particulas viradoras
(54
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‘ rotacién a través de un ciclo de operaciones secuenciales

\

son atraidas desde el cepillo a la imegen clectrostdtica
por atraccién electros?ética.'Se conocen muchos otros mé-
todos de aplicacién de particulas electroscépicas a la ima~
gen latente electrostéticla a revelar, tales como el revela-
i do por contacto dirécfo,'desprito por C.R. Hayo en la pa~

\ tente estad ‘dense'ng 2,895,847, Los procedimientos de
‘i

revelado antes mencionados, junto con numerosas veriacio-
: -

\es de los mismos, son bien conocidos en la técnica a tra-
¢és de varias patentes y publicaciones e igualmente a trao-
vés de la extendida disponibilidad y utilizacién de equinc

electrostatogrifico de formacién de imdgenes.,

e
\

- En los equipos electrostatogréficos automiticos,
es prictica convenciona} emplear una placa electrostatogrrs

]

/fica en forma de tawbor cilindrico que se pone en continua

que incluyen la carga, exposicidn, revelado, transferencia
v limpieza. Ta placa se carga ordinariamente con corona de
polaridad positiva por medio de un dispositivo generador
de corona del tipo descrito‘por L,E. Wallkup en la patente
estadounidense n? 2,777.957, que se conééta a una adecuada
fuente de elevado potencial. Despuds de formar una imagen
de polvo sobre la imagen electrostdtica durante la opera-
cién de.revelado, la imagen de polvo se transfiere electrog
tédticamente a una superficie de soporte por medio de un
 dispositivo generador de corona, t2l como el mencionzdo
anteriormente. BEn el equipo avtomdtico que emplea un tambor
rotaterio, una superficie de sovorte a la cue ha de trans~
ferirse una imagen de polvo se desplaza a través del equi-
po‘al mismo ritmo-que la periferia del tambor w establece

~ contacto con éste cn la posicidn de transferencia interpvues

. s
v o2
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ta entre la superficie del tambor y el dismositivo genera-

dor de corona., Este dispositivo efeetia la transferencia

‘aplicando uma carga electrostdtica que atraiga la imagen

de polvo desde el tambor’a la superficie de soporte, Ta .
poléridad de la'carga requerida para efectuar la transfe;
rencia de la imagen depende de la forma visual de la copla
original respecto a las caracteristicas de reproduccién y
electroscédpicas de un material revelador emplégdo pare
efectuar el reveledo., Por ejemplo, cuando ha de hacérse
ura reproduccidén positiva de un originel positivo, es pric+
tica convencional gmplear ung corona de polaridad positiva
pafa efectuar la tfénsferencia de una imagen de polve vira-
dor negativemente cargada a la superficie de soporte., Cuan-

do se desea una reproduccidén positiva de un original nega-

tivo, convencionalmente se emplea un material de revelado

positivamente cargado que es repelido por las zonas carga-
das de la placa a las zonas descargedas de la misma, para
formar wna imagen positiva que puede transferirse por coro-
na de polaridaa negativa, En cualquier caso, una imagen de
polve residual y ocasionalmente particulas de soporte per-
manecen sobre la placa después de la transferencia. Antes
de que la placa pueda reutilizarse para un ciclo subsiguien
fe, es preciso Que la imagen residual y las pafticulas de
so»orte, si las hay, sean retiradas para evitar imdgenes
secundariaé en copias subsigulentes, En el procedimiento
de reproduccidn de positivo a pogitivo anteriormente deg-
erito, el polve revelador residusl, asi como cualesquiera
particulan de soporie presentes, duedan firmemente reteni-
dos sobre la superficic de la placa por un fendmeno no’ en-
P

toranente comprendido pero gue se supone causado por una

< e wce wrpns . veemmmetaeT T
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" tacto a presién y friccionador con la superficie de forma-

- lo demds compatibles, estdn sevarados entre si en la serie

cérga eléctrica. Esta carga és sustancialuente neutralizada)
por medio de un dispositivo geneiador de corona antes ael
contacto dél polvo res;dual con un dispositifo limpiador.
La neutralizacidén de la carga acentiia la eficiencia del ‘
dispositivo limpiador. | _
\‘ Igs dispositivos limpiadores elecirostatogrifi-
.cos tipicos|incluyen al aparato limpiador del tipo de "1&-
mina", expuesto por ejemplo por W.P. Graff, Jr. y colabora-
aores en la patente gstadounidense n? 3.186.838, En esta
patente: la seiaracién del polvo residualAy de las parti-
culés de soporte de la placa se efectia friccionando una
. lamlna de material flbroso contra la superficie de la pla-

ca de formacién de imégenes. Bstas liminas econémlcas y

;desechables tras un so0lo uso se hacen avanzar hacia Wi Con-

cibn de. imégenes, avanzando gradualmente para‘presentar
una superficie limpia a la placa, efectuindose asi una se-
paracién sustancialmente completa del polvo y particulas
de soporte residuales de la placa.
Aunque ordinariamente capaces de producir una
‘“imagen de buena calidad, los sistemas de revelado conven-
.cionales presentan graves deficiencias en ciertos aspectos.
ﬁh 1la reproduccidén de copias de elevado contraste, tales
éomo cartas, croquis y similares, es deseable selcccionar
los materiales de polvo electroscépico y de soporbte de ma-
nera que su electrificacién mutua esté regida en la maye-
ria de los casos por la distancia entre sus nosiciones re-
lativas en la seric triboeldctrica. Sin creharzo, cuando

los materisles de.polvo eleciroseépice y de ‘soporbte, por

|
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‘fdepositada, pero la carga de la placa habria &e ser ordina-

riamente excesivamente elevada a fin de atraer el polvo

triboeléetrica por una distancia demasiado grande, las re-
sultantes.imégeneg son nmuy débiles porque las fuerzas de
atraccidn entfe las particulas de soporté y las viradoras
compiten con las fuerzas de atraccidén entre la imagen la-
tente electrostdtica y las varticulas viradoras, Aungue la
dénsidad de inagen descrita en l? frase inmmaiafamente pre-
cedente puede mejorarse incrementando la concentracidén de
virador en la mezcla reveladora, se produce un depésito
indescablenente elevédo de virador de fondo, as{ como una
incremegtada fijacién y aglomeracidn del virador cuando la
doncentracidn de éste en la mezcla reveladoré es excesiva.
»La(carga inicial de la placa electrostatogréfica puede in-

! -

crementarse para mejorar la densidad de la imagen de polvo
/

electroscédpico desde la particula de soporte. Unas cargas
excesivamente elevadas en la placa electrostatogréfica no
sélo son indeseables debido al elevado consumo de'energia_

necesario para mantener la citada placa a elevados poten-

ciales, sino también porque el elevado botencial hace que
las particulas de soporte se adhieran a la superficie de
.la placa electrostatogrdfica en lugar de rodar a tfavés

&e_ella y fuera de la misma, Con frecuencia tienen 1ugar
un borrado de la impresidén y un masivo arrastre de particud
las de sopbrte cuando &éstas se adhieren a superficies elecd
troatatogrdiicas reutiiizables en la formacién de imédgenes)
Egtos problenas de masivos arraétres de particulas de so-

porte son particularmente agudos cuando sc ecumplea el reve-
lador en méquinaﬂ de cobertura de zonas macizas en las que

’

se rebtiran excesivas cantidades de particulas viradoras
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teolar las propiedudes triboeléetricas de superficies de
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de las de sopdrte, quedando asi muchas de éstas Ultinas
sustancialmente desprovistas de particulas viradoras, ‘Ade-
_més,‘la adherencia de particulas de soporte a superficies
electrostatogrdficas reutilizables en la formacidn de imd~
genés fannrece ia formacién de indeseables rayaduras sobfe
las superficies duraﬁte la transferencia de imdgenes y la
limpieza superficial, Por consiguiente, es evidente que
muchos materiales, que por lo demds precentan adecuadas
propied§des para su empleo como particulas de soporte, re-
sultan inadecuados porque poseen insatvisfactorias propleda-
des triboeléétricas. Adenmds, son diffciles de conseguir
unag caracteristicgé superficiales triboeléctricas unifor-
?és en muchas superficies de soporte con ias Pécnicas de
/produccién en nasa, IEn algunos casos son casi imposibles
de obtener imdgenes de calidad en miquinas automiticas de
funcionamiento a elevadas velocidades cuando se emplean
gsoportes dotados de propiedades triboeléctiricas no unifor-
mes. Aungue puede resultar posible alterar el valor tribo-
eléctrico de um material de}soporte aislanbe mezcldndolo
con otro material aislante que Doses unv§alorvtriboeléctri-
ch-aiejado del ddrréspondiente al material de soporte ori-
-ginal, son necesarias unas cantidades relativamente mayores
dé naterial adicional para alterar el valor triboelécirico
de dicho material de soporte original. La adicién de gren-
des cantidades de material al malerial de soporte original
paré cambiar sus propiedades triboeléctricas requiere una
importente operacidén de fabricacidn y con frecuencia-aliers

-indeseablemente las cavacteristicas fisicas originales del

&)

material de coporte. isimismo, es altamente . descable cond

w e

.
- ,




_11.

soporte para acomodar el uso de composiciones viradoras
deseables; al’tiempo que se conservan las demds caracteris-
ticas fisicas deseables del soporte, Ia alteracidn de las
propié@ades triboeléctrigas de un soporfermediante aplica-
5 . cién de un révestimiento“superficial al ﬁismo'cdnstituye
una téenica particulérmente cohvéniente. Con esta técnica,
no’sélo es posible controlar las propiedédes triboeléctri-
cas de un soporte producido con materiales. dotados de ca-
racteristlcas fisicas deseables, sino que ademds es p031~
10 ' ble emplear materiales anteriormente inadecuados como o~
porte. Asi, ‘por eaemplo, un soporte dotado de propledades
fisicas deseables, eon la excepcién de su dureza, puede re-
vestlrse cen un material que tenga una dureza/aeseable,
N " .asi como otras propiedades fisicas que den. mayor utilidad
15 _/ al producto resultante como soporte., De este modo, existe
! un? continua necegidad de un mejor soporte;electrostatogré-‘

fico y'de un perfeccionado método para su obtencidn.

Es por consiguiengé un objeto de esta invencién
proporcionar una técnica de fabricacién,de soportes y un '

20 " resultante producto que supere las deficiencias antes sefia-

ladas. _ D

.

Otro objeto de la invenecidn es la provisidén de

nateriales reveladores que posean una nds prolongada acti-

4 .
'

vidad reveladora. ~ /'
25 : Otro objeto es el de préporcionar materiales re=
veladores que muestren perfecclonadas propiedades triboelég
tricas ¥y necénicas, Ubtiles en wt aparato electrostatogrifi-
— co que emplee dispositivo de revelado por cepillo magnéticol,
| 0tro objeto més de la invencidn es la‘prov%éién

30 ,-Vdé materiales reveladores que sean mas resilstentes a la fox

e e e R
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: de Iondo de superf1c1es eleotrostatogréflcas de forma016n

. riales reveladores conoc1dos.

; electrostatogrificos que comprendan materiales de soporte

: zonas s6lmdas. Se obtienen unogs resultados 6ptimos cuando

- 12~

macién devpeliculas sobre‘sﬁpefficies de grabacién'electibs
tatogréflcas. V ,

Otro objeto de la invencién es la DrOVlSlén de
materlales reveladores que no tlendan a adherirse a zonas
de imédgenes. . '. ,

. Otro objeto es ei de adecuvar muchos materiales
que haéta aghora eran inadecuados como materiales de soporte

Otro objeto adicional de la invencién es el de

proporcionar perfeccionados materiales reveladores dotados

de provledades f£isicas y quimicas superiores a las de mate=-

Kl

I °

.

../»
/mlnos generales, proporcionando materiales. reveladores

clasificados y dotados de un drea superficial especifica

' de unos 150 cm2/gramo aproximadamente, por lo menos,

) -Mas espec1flcamente, los materlales reveladores
perfecc1onados de esta ;nvencmon proporclonan satlsfacto~
rios resultados cuando los maleriales de soporie tlenen un

'“érea superflclal ésneciflca de unos 150 cm2/gramo por 1o
menos. Sin embargo, es preferible gque los materiales de
soporte tengan un 4rea superficial especifica de l§5'cm2/

- gramo aproximadamente, por lo menos, pordue se mejora su
actividad reveladora de manera gque proporcionan una incre-
mentada cantidad de copias con el material revelador en un
aparatb de reproduccidn electrosfatogr f£ics de funciona-
miento a elevadas velocidades, al tiempo que se mantienen

wos bajos niveles de fondo y la densidad de rewclado de .

.

;o - Los citados objetos y otros se consiguen, en tér-
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les que la concentracidén de virador no podfa reducirse su-

do este problema. Asi, esta invencidén permite ahora el uso

-13 -

los materiales de soporte de.esta invencién tienen ﬁn drea

superficial especifica de unos 175 cm2/gramo, por 1o menos,
Se ha comprobado gue las relaciones de dreas en~

tre el material de soporte y el virador en un sistema de

revelado por cepillo maghético a elevada velocidad eran ta-

ficientemente para permitir un nivel de carga para un depd-
sito minimo:de material virador en 4reas de-fondo de una

- 7
imagen latente electrostitica durante su revelado, al tiem-
Po Qque se conserva una suficiente concentracidn de virador
para proporcionar una satisfactoria.densidad en las zonas

gélidas. Dotando a los ﬁaxeriales"de soporte de esta invend

cién de un minimo 4rea superficial especifica, se ha vencid

:

de una mezclé reveladora dotada de una inferior concentra-
cifn de virador por unidad de drea éuperficial de soporte'
para proporéiénar un nivel més elevado de carga eléctrica
neta, Se ha comprobado que en el procedimiento de copia
electrostitico, cuando se emplea cualquier matérial de so=
porte determinado para aplicar una cafga triboeléetrica a
materiales viradores mediante ﬁransférencia de cargas por
contacto, el drea de la superficig de carga triboeléctrica
del soporte es criticamente importante, El drea superficial
de carga del soporte ha resultado estar relacionada con la
cantidad de material virador que; para un determinado mate-
rial virador, puede cargarse a un nivel o potencial tribo-
eléetrico Util, Por consiguienté, de acuerdo con esta in-
vencidn, se ha comprobado que la capacidad de carga $ribo-
eléctrica de un material de soporte depende del érea,éﬁper~

ficial vy, .-cn consecuencia, esta invencién puede emplearse

-
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para disefiar matefiales de sopofte Sptimos para cualquiér
sistema determinado de revelado electrostatogréfico.'

. Ademds, los materiales de soporte clasificados
de elevado drea suéerfic%al-de esta invencidn presentaﬁ
una'deéviacidn standard geoméirica en ia distribucidn pof
volldmenes de tamaﬁos‘de particulgs inferior a 1,3 aproxima-
demente y wna distribucién de tamafios de partfculas en la
gque éstas tienen un didmetro medio inferior a 100 micras
aproxinadamente., El término "desviacidén stendard geométri-
ca", tai como aqul se emplea, se define como la desviacidn
encontrada en un andlisis de tamafios de varticulas, aproxi-

 medamente medida como la relacién entre el didmetro de pard

/l - rd .
/del 505 de la misma. Bste valor representa la distribucién

ticula superior al del §4% de la muestra y el superior al

'/ media de tamafios de particulas por peso o volumen de las
Iz - - .

/ particulas de soporte y se refleja de modo importante'en

la calidad de copia obtenida en un sistema de revelado
electrostatogrifico. Otra medida de la desviacién standard

1
- geométrica de los materiales de soporte clasificados de es

-“ta invencibn es la desviacidn encontréa;ﬁén”un andlisis de
" %amatios de part{culds, medida aproximadamente como la re=~
lacién entre el didmetro de particula superior al del 50%
dé la nuestra y el diduetro de particula superior al del
16% de la misma. Bl valor del 504 representa el tamafio me-
dio de particula por volumen de las particulas de soporte
y se refleja de modo importante tombidn sobre la medida de
la actividad Util del revelador. En ambos casos, los valo-
‘res oblenidos para el didmeiro medio de parifcula en volu-
men y la desviacidn standard geométrica se determinan me-

.~ diante andlisis de. tamafios efectuado con el empleo de todas

T e L
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‘ca en la distribucién por volumen de los materiales de so-

porte clasificados de esta invencién es inferior a 1,15

. 0 8in revestir, Tipicos materiales de soporte para procedi-

~15

las cribag standard estadounidenses, desde 325 a 70 mallasl
Se ha comprobado qﬁe los materiales de soporte
clasificados de esta invencidn proporcioﬁan résultados 88~
tisfactorios cuando su dgsviacién standard geoméitrica en
la distribucién'por volumen de témaﬁos'de particulas es ind
ferior a 1,3 aproximadamente y e}-diémeﬁfo medio de parti-
culas en volumen es inferior a 100 micras aproximadamente,
Se obtienen resultados perfecclonados gqudg,“pomo es pre-
ferible ﬁamﬁién,.su desviacidn ‘standard geométrica de la
distribucidn en volumen de los tamefios de particulas es in-
ferior a 1,2 aproximadamente y el q;émetro medio de parti-
cula en volumen es inferior a unas 90 micras. Se obtienen

resultados Sptimos cuando la desviacién standard geométri- |

aproxinademente y el didmetro medio de partfcula en volumeq
i
es inferior a unas 85 micras, -

Puede emplearse cualquier método adecuado de cla-
sificacién de particulas para obitener los materiales de
soporte de elevado drea superficial de é;ta'invencién.'Ti—
picos métodos de clasificacidén de particulas incluyen los
de clagificacién por aire, por cernido, por separacién me-
diante ciclén, por elutriaciénm, centrificacién vy combina-
cioﬁes de ellos. EL mé?odo preferido de obténcién de 165
materiales de soporte de elevado 4rea superficial de esta
invencidn es el de cerﬁido o cribado.

i

Como material de soporte de ‘elevado &rea superfi-

cial de esta invencidn, puede emplearse cualquier material

granvlar de soporte electrostatogréfico adecuado, revestidg
. o
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mientos de revelado en cascada inclujen al cloruro -sédico,
cloruro aménico, cloruro aluminico-potdsico, sal de Roche-
"1le, nitrato sédicp, nitrato aluninico, clorato potééico,
zirconio gramular, silicio granular, metacrilato metflico,
vidFio y diéxido silfcico. Tipicos materiales de soporte
para procedimientos de revelado por cepillo magnético in-
cluyen al niquel, acero, hierro, ferritas y similares, Los
materisles de soporte pueden emplearse con o sin revesti-
miento._ﬁuchos dc los citados materiales de soporte, y
otros tiﬁioos, son descritos por L.E. Walkup y colaborado-
res en la paﬁente estadounidense n¢ 2.638.416 y por E.H. |
. Wise en la patente de igual nacionalidad n¢ 2,618,552, Es

preferible un didmetro de particula final, en un material
7

- -
ide soporte revestido, de 30 a 1000 micras aproximadamente,

I

X porque tales particulas de soporte posecen entonces sufi-

ciente densidad e inercia para evitar su adherencia a las
imdgenes clectrostdticas durante el procedimiento de reve-
lado en cascada. Para un revelado por cepillo magnético,
las particulas de soporte tienen generalmente un didmetzo
medio comprendido entre 30 y 250 micréé aprbximadamenté.
“En‘términos gehefdlés, se obticenen resultados satisfacto-
rios cuando se usa aproximadamente 1 parte de virador con
io a 200 partes aproximadamente en peso de‘soporte:

Los materiales de soporte de elevado drea super-
ficial de esta invencidn pueden revestirse con cualquier
material adecuado. Tipicos materiales de revestimiento de
particulas de soporte electrosiatogréficas incluyen a los.
copolineros de cloruro de vinilo ~ acetoto de vinilo, ter-
polimeros de estireno ~ acrilato - ¢rganosilicio, resinas -
'1‘1‘53.'turale,,'-,;.,?o ﬁgles cono coucho, polofonia, copal, dawumar,

oo »
.

“w o,
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"éangre de dragén"; jalapa y storax; resiﬂas termopléasti~
cas que incluyen poliolefinas tales como polietileno, poli-
propileno, polietileno clorado’y polietileno.clorosulfona—

do; polivinilos y polivinilidenos tales como poliestireno,

' polimetilestireno, mebacrilato de polimetilo, poliacrilo-
i nitrilo, acgtato de polivinilo, alcohol polivinilo, dbutiral
.polivinflice, cloruro de pdlivinilo, carbazol polivinilico,

&teres polivinilicos y cetonas polivin{licas; fluorocarbu~-

i
ros tales como polltetrafluoroeolleno, fluoruro de polivi-

nllo y fluoruro de pollvinllldeno Yy pollclorotrlfluoro-

etileno; poliamidas tales como policaprolactama y adipami-

, da‘pollhexametllénlca- pollésteres tales como tereftalato

de polietileno; pollureuan08° pollsulfuros ¥ polmcarbona—

,tos- resinas termoendurecibles que incluyen re81nas fené]m-

: cas tales como fenol-formaldehido, fenol-furfural y formal-

dehido de resorcinol; amino-resinas tales como urea~formals
dehido y melaminoformeldehfdo; resinas poliésteres; resi-

nas epoxilicas y similares.‘Muchos de los citados'materiaf
les de revestimlento de lostsoportes, as{ como otros tipi-

cos, son descritos por L.E. Walkup en la paltente estadounid

dense n? 2,618,551, por B.B, Jacknow y colaboradores en la

-patente estadounidense n? 3.526.533 y por R.J. Hagenbach

y ‘colaboradores en las patentes de igual naclonalidad Nos. |

3.533.835 y 3,658.500.a
Cuando los materiales de soporie de elevado drea
superficicl de esta inﬁenoién son revestidos, puede empiéa;
se cualquier grosor adecuado de revestimiento en el sovoxrte
electrostatogrdfico, Sin embargo, es preferible un revestid
miento dotado de un es pesor por lo menos suficiente para
’

fprmar una delgada pelicula continua sobre la parti¢ula de
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des triboeléctricas de las pariiculas de soporte revestidas

" superficial de esta invencién son revestidos, la composi-

"porte por cualquier método convencional, tales como por

“quiere menos energia y tiempo para separar el disolvente

" subsiguientemente a la aplicacidn del revestimiento a los

- 18 -

soporte, va que dicho revestimiento poseerd entonces sufi-

ciente grosor para ofrecer resistencia a la abrasién y evi-

tar las porosidades que afectan adversamente a las propiede;

En general, para un revelado en cascada y por cepillo mag-
nético, el revestimiento del éopgrte puede comprender del

0,1 al 10,0 aproximadamente, basado en el peso de las par-

ticulas de soporte revestidas. Preferiblemente, el revesti-|

miento del éoporte deberd comprender del 0,3 al 1,5% aproxi
madamen;é, basado en el peso de dichas particulas, porque
se consiguen una m4xima duracién, resistencia a la fijacién
del virador y calidad.de las copias. Para obtener una ulte-
rior variacién en las pgopiedades de las particulas dé 80=
,

porte compuestas y revestidas, pueden mezclarse con los ma-
teriales de revestimiento aditivos bien conocidos, tales

como plastificadores, polimeros reactivos y np reactivos,
ti;ﬁes, pigmentos, agentes humectantes & mezclas de ellos.

Cuando los materiales de soporie de elevado drea
cién de revestimiento puede aplicarse a los micleos de so-

pulverizacidén, inmersién, revestimiento de capas fluidifi-

c;das, volteo, aplicacidén a brocha y similares, Las compo-

siciones de revestimienfo pueden aplicarse en forma de pol-

vo, dispersién, solucidn, emilsién o masa fundida caliente,

Cuando se aplica como solucidén, puede usarse éualquier di~
S :

solvente adecuado. Son preferibles los disolventes que tie=

nen puntos de ebullicidn relativamente bajos, porque se reé-

e

¥




10

15

20

25

do que para un determinado procedimiento de revestimiento

- 19—~ R

ndcleos de soporte., Si se desea; el~iévestimiento puede'
comprender mondmeros resinosos que son polimerizados in si-
tu sobre‘la superficie de los nicleos o plastisolés gelifi-
cados tambidn in situ a'un estado no fldido sobre la super-

ficie de dichos ndcleos. Sorprendentemente, se ha comprobas-

ineficiente, unos materiales nucleares de soporte que ten-
gan las especificas drecas superficiales sefialadas en esta

invencién tienen por resultado un incrementado drea’efecti-

va, es décir, un drea revestida de carga triboeléctrica
por unidad de peso. Asi, una incrementada superficie acti—'
va.del soporte auménta el nivel neto de carga triboeléctri-
ca en el material virad?r para un; determinada concentiar
cidén de éste Ultimo por peso en una mezcla.reéeladora; Por
consiguiente, cuando sea preferible utilizar un sistema de
revelado electrostatogrdfico con una concentracién minima
de virador para proporcionar una cobertura de zonas maci-
zZas y con una concentracién de virador suficientemente eleo
vada para ninimizar los dep&sitos de virador en 4reas de |
fondo de una imagen latente electrostdtica revelada resul-
tante de unas particulas viradoras dotadas de una carga
triboeléctrica baja o aébil, estos objetivos pueden conse-
guirse empleando los materiales de goporte de elevadorérea
superficial de esta invencién. De acuerdo con ésta @ltima,
los citados objetivos sé consiguen operando con una dismie-
nuida concentracién de virador que proporcione inferiores
depdsitos de fondo y permita una mds prolongada duracidn -
del reveladon,

Puede enplearse cualquier adecuado materia;uviraw

. ’
anr electroscédpico. pigmentado o tefiido con los materiales

B>
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. Monastral. Blue, Halachite Greene Ozalate, hollin de lémpa-~
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dg soporfe de elevado drea sﬁperficial dé esta invencidn.
Tipicos materiagles viradores inciuyen la goma sandéracé,
la colofonia, la resina de cumarona-indeno, el asfalto, la
gilsonita, resinas de fepol—fo:maldehido, resinas metacri;
\ licas, resinas de poliestireno, resinas de polipropileno,'
\’resinas epox{licas, resinas polietilénicas y mezclas de
\zellos; El particular material virador a emplear depende
.evidentemente de la separacidén de las particulas viradoras
de los grduulos de soporte de elevade drea superficial en
la serie triboéléctrica. Entre las patentes que describen
composiciones viradoras electroscépicas figuran las estado-
wnidenses Nbs. 2.659}670 de'éopley, 2.753.308 de Landrigan,
3.079.342 de Insalaco, reedicién de patente estadounidense

25.136 de Carlson y la patente de igual nacionalidad

[}

n
ne 2,788,288 de Rheinfrank Yy colaboradores, Estos viradores
tienen generalmente un didmetro medio de particula de 1 a

30 micras aproximadamente, '

Puede emplearse c%alquier concentracién adecuada
de virador con los soportes‘de elevado 4rea superficial de
esta invencidén, Tipicas concentraciones de virador péra-

j;iétehas de revelado en cascada vy por cepillo magnético
JAncluyen aproximadamente 1 parte de virador con 10 a 400
éartes aproximadamente en peso de soporte, ,

[' Puede emplearse cualquief colorante adecuédd} tal -
* como un pigmento o tinte, para colorear las partfculas vi-
radoras, Los colorantes para virador son bien conocidos e
inclﬁyen, por ejemplo, negro de humo, tinte de nigrosina,
azul de anilina, Calco 0il Blue, amarillo de cromo, azul

ultramarino, Quinoline Yellow, cloruro de azul de metileno,
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- ra, Rose Bengal, lonastral Red, Sudan Black BM y mezclas

_ ol

de ellos. El pigmento o tinte deberd hallarse presente en
el virador en.una cantidad suficiente pafa darle una eleva-
da coloracidn, de manera que forme una imagen claramente

visible en un miembro grabador. Preferiblemente, el pigmen-
to se emplea en una proporcidén del 3 al 20% aproximadamen-—
te, en peso, basado en el peso fotai del virador coloreado,
porque se obtienen imdgenes de elevada calidad. Si el colo-
rante para Qifador empleado es un tinte, pueden usarse cand

i

tidades sustancialmente menores.

Puede emplearse cualquier material fotoconductor
orgénico o inorgénioo-cbmo superficie grabadora con los
materiales de soporte dg eievado frea superficial de esta

invencién, Tipicos materiales fotoconductores inorgénicos

ineluyen al azufre, selenio,.sulfuro de cinc, éxido de cind, .

su}furo de cinc y cadmio, dxido de.cine y magnesio, seleniy
ro de cadmio, silicato de cinc, sulfuro de calcio y estron-
cio, sulfuro de cadmio,_yodqﬁo mercidrico, éxido mercirico,
sulfuro mercdirico, trisulfuro de indio, seleniuro de galio,
disulfuro de arsénico, trisulfuro de arséﬁico, triseleniurg
de arsénico, trisulfuro de antimonio, sulfo-seleniuro de
cadmio y mezclas de ellos, Tipicos fotoconductores orgéni-
cos incluyen pigmentos de guinacridona, pigmentos de ftalo-
clianina, trifenilaminaf,2,4-bis(4,4}—dietilamino-fenol)~l;
3,4~oxadiazol, N~isopropilcarbazoi, trifenilpirrol, 4,5-
difenil-inidazolidinona, 4,5-difenil-imidazolidinetiona,
4,5-bic(4! ~anino-fenil)-inidazolidinona, 1,5-dicianonafia~
leno, 1;4-diciancnaftaleno, aminoitalodinitrilo, nitrofta-
lodinitrilo, 1,2,5,6—tetraazaciclooctatetraeno—(2,4,?;8){

2-mercapiobenzotiazol-2~fenil~4~disfenilidenooxazolona,
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‘carbazol polivinflico, (2-nitro-bencilideno)-p-bromoanilina

2y4-difenilquinezolina, 1,2,4~triazina, 5-difenil-3-metil-

clando aproximadanente 1 parte de material virador que com-

butiral polivinflico y negro de humo producido por el méto-

organosilicico como se describe en la patente estadounidensy

" ge ne 3,526,533, Bl material de soporte de ferrita revestir

- 22 -

6-hidroxi~2,3-di(n-netoxifenil)~-benzofurano, 4-dimetilariine:

bencilideno-benzohidrazida, 3~bencilideno~aminocarbazol,

pirézoiina, 2-(4'-dimetilamino fenil)-benzoxazol, J-amino-
carbazol y mezclas de ellos, Patentes reﬁresentativas en
las que-se describen materiales fotoconductores, incluyen
a las estadounidenses Nos. 2.803.542 de Ullrich, 2.97C.906
de Bixby, 3.121.006 de Middleton, 3,121,007 de Hiddleton y
3{151.952 de Corrsin, .

Tos siguientes ejemplos definen adicionalmente, -
describen y comparan nétodos de preparacién ‘de los materia-
les de soporte de la presente inv;ncién y de utilizacidn
de los mismos para revelar imégenes latentes électrostéti—

cas. Las partes y los porcentajes son en peso, salvo indica

¢cidén en contrario.

Bjemnlo I

Se prepara una mezcla reveladora de control mez-

)

prende un copolimero de estireno-n - metacrilato butilico,

do descrito en el Ejemplo I de la patente estadounidense
ﬁQ 3.079.342, de wn tamafio medio de particula de 10 a 20
micras aproximadamcnte, con unas 100 partes de un material
nuclear de soporte gue comprende ferrita de niquel-éinc
revestida con un 0,6% aproximademente, basado en el peso
del material nuclear, de una composicidén revestidora .que ..

comprende estircno, un éster metacrilato y un compuesto
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i . : - - .
da tiene, segin determinacién efectuada por andlisis de
cribado, una distribucién de tamafios de particula como se-

guidanente se indica:

Criba estadounidense % en peso
70 mallas (210u) . -0
oo v ) . o
00 " (149u) o1 :
| 120 v _(125u) S0l
\ 140 "L (105u) L2 il
170 " (88u) 30,4 ;
C 200 " (T4w) 30,7
250 " (63w) . 25,5
270 v (54u) 5,7
325 0 0 (44w) 0,2
Gamells : 0

Mediante cdlculo, se determina gue el material
de soporte de ferrita revestido tiene un drea superficial
especifica de 128 cm2/gramo‘aproximadamente. Ia mezcla re-
veladora se usa para revelar una superficie de grabacién
foboconductors de selenio que contiene una iﬁagen latente
electrostdtica, mediante el método de revelado por cepillo
nagnético descrito en la patente estadounidense_nQ
2.874.063, El campo magnético del imdn causa el alineamien-
to del soporte y el virador en una configuracién a modo de
cevnillo. Ei cepillo magnético se lleva a la configuracién
de revelado con la superficie que contiene la imagen elec-
trostatica ¥y las particulas viradoras pésan'desde'las par-
ticulas de soporte a le imagen latente por atraccién elec-
trostética. Ias resultantes copias de un esquena de gnéayo
con imagen standard son de buena calidad hasta un nimero dg

-
-
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| ~ Criba estadounidense % en neso
5 - 70 maliaé (210u) | 0
8 v (w0
00-  * (149u) 0,8 i
120 "o (125u) 5,9
40 v (105uw) 21,4
-— 170 % (88u) 40,3
200 v (T4n) 28,5
230 v (63w) 14
' 270 " (54u) 1,4
ALl 3250 0T (441) 0,3
Gamella "’ R
.\. Mediante cdlculo, se determina que el material

" quema de ensayo -con imagen standard son de buena calidad

- 24~

2%.000 copias aproximadanmente, cuwando el nivel de fondo de
la imagen rebasa el valor mdximo de 0,010, considerado co-
mo aceptable.

Bjemnlo TT ]

\ Se;prepara ina mezcla reveladora mezclando aproxi
i madamente 1 [parte del material virador empleado en el Ejem-

L .

‘plo I con upas 100 partes del material de soporte utiliza-
?do en el mismo Ejemplo, con la excepcidn de que el material
‘\ .
de soporte tenfa, segin andlisis de cribado, la siguiente

:‘distribucidn de tamafios de particula:

S

de soporte de ferrita revestido tiene un drea supefficiai
especifica de 151 cm2/gramo, aproximadamente. ¥l revelador
se usa para revelar una superficie de grabacidn.fotoconduc
torarde selenio que contiene una imsgen latents electros-
t4tica sustancialmente bajo las misnas condic;ones que en

elthemplo I. Se observa que las resultantes coplas del es

-
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hasta unas 70,000 copias aproximadamente, cuando ei nivel
de fondo de la imagen resulta ser aproximadamente el.valor
méximo de 0,010, considerado como aceptable.

. Bjemplo IIT : A A

rffSe prepara una mezcla reveladora mezclando apioxg

madamente 1 parte dei material virador emp;eado en el Ejems.

'plo ; con-iOO partes aproximadamente del material de S0POT-
te usado en el mismb'Ejémplo, con'la'exceﬁcién'de qﬁe el
'materia; de soporté,tenia,:segﬁn determinéci&n'éfecéﬁada

meéiante'énélisis con criba, la siguientérdis¥ribuci6n de -

tamafios de particulas:

Criba estadounidense - % en peso )
.70 mallas (210w) - O o
B0 v (177w) o ‘
100 v (149w). e
120 " (1250) 0,16
“Tuo v (uosw) BT
- 170 "o (88u) - - 35,i'ﬁ
200 " (T4w) L 40,9,
S
270 " (54u) S 1,86
N 325 0 (44u)’ 0,53
h Gemolle | : 0,06

" Mediante céléulo, se determina que el material
de soporte de ferrita revestida itiene un 4rea superficial
especifica de 160 em2/grano aproxinadamente., Bl revelador

. 8e usa para revelar uns superficie'do-grabacién fotobondﬁé»
tora de selenio gque contiene wa imagen latente electros-
t4tica, sustancialmente bajo los mismas cdndicibnes gﬁe en
gl Ejemplo I. Se observa gue lug resultantes coplas del es

A
-
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1 ' quema'de ensayo con fmagen stondard son de buena calidad '
. _héstg un'nﬁmero de 100,000 copias aproxinmadamente, cuéhdo
-.el nivel de fondo de la imagén resulta serAaproximadaménte
A ; Qel yalor méximo de 0,010, considerado como acgptable.
5| 7 Eemplo 1w | |
: Se prepara‘una,mezcla reveladora mezclando.
aproximadamente 1 parte del mabterial virador empleado en el
Ejemplo I con unas 100 partes del material de soporte uti-~
lizado en el,mismo~Ejemplo; con la excepcidén de que el ma-
ff-io_ . teiiai de soporte presentaba, segin determinacidn efectua-

' -da-pbr andlisis de cribado, la siguiente distribucidn de

L a8

 tatafios de partfcwlas:

. .-

Criba estadounidense ) % en neso
| : 70 mallas (210u) ' . 0
ERCIN B T A -0
L 100 v (149w) o
R 120 0 (15w) - 0
..gﬂw,fﬂwmﬁﬂ T T SV (1o5w) 5,
ol T 1o (8w a4yT
20 1 200 " (Thu) 34,9
VAT a0 v (ew) 10,9
W 2l0 v (56u) T
N3 v (M) - 0,13
- S Gamelta M - . o0 |
25 Mediante cdlculo, se‘determiné gue el material
.de soporte de ferrita revestida tenfa un drea superficial
;especificé de 168 em2/gramo aproximadamsnte. EL revelador
. e se ﬁsa para revelar una superficie de grabacién fotoconducH
x 3& ‘f : “'ﬁbra de selenio que contenia una imagen latente electrostds
:30

7, tica, sustancialmefite bajo las. mismas condiciones que en el

. - . )
- o
w
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© %e y no satvisface un trasado logariitmico normsl para un
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Ejenplo I. Se observa que las resultantes copias del esque-
na de.enséyo con imagen standard son de buena calidad has-
ta unas 130.000 copias, cuendo el nivel ée fondo de la ima~
gen resulta ser aproximadamente del valor mdximo de 0,010,

considerado como aceptable,

.

Ejemplo V. .

Se prepara una mezcla reveladora mezclando
aproximadaménte 1 parteAdel material. virador empleado en
el Bjemplo i con ‘wnas 100 partes del material de soporte
usado en dicho Ejemplo, con la excepcidén de que el material
de soporte tenfa, segin determinacién realizada mediante
andlisis de cribado, la siguiente distribucién de amafios

de particula: .

Criba estadounidense %4 en Des;
70 mallas (210u). 0
80 " (177w) 0,2
100 o (149u) 1,7
120 ot (125u) 4,5
140 v (105w) 145
170 (88u) 10,3’
200 " (74uw) T 62,4
. 230 " (63u) ' 2,6
210 0 (s4w) 5,1
325 " (44u) . 5,1
Gemella ‘ ! 0,51

Bsta distribucidn fue reconstruids artificialmens

cdleulo de la desviacién standard gecndtrica, Hediamte cédly
cvlo, se deterwind gue el material de soporte de feryi%a
revestida tenia un &rea superficial especfiica de 177 cm2/

B 1
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superficie de grabado fotoconductora de selenio que contie-
‘ne una imagen latente electrostitica, sustancialmente bajo

- las mismas condiciones que en el Ejemplo I, Se observa que

~eéléctrica sustancialmente mejoradas de las mezclas revela-
“Horas durante perfodos de tiempo semsiblemente mayores, —

Ancrementando asi la actividad Gtil de dichas mezclas y

‘de virador y son particularmente Utiles en sistemas de re-

_ 28_

gramo aproximadamente. Bl revelador se usa para revelar ung

1as'reéultantes'copias del esqﬁema de ensayo con imagen
standard son de buena calidad hasta unas 150.000 copias,

cuando el nivel de fondo de la imagen resulta ser aproxima-
damente de 0,008 y todavia™bien dentro del valor méximo de
0,010, considerado como aceptable. EL ensayo se termind a

este ni;el de conteo de copias.

Asi, los materiales de soporte de elevado drea
superficial de esta invencidén se caracterizan por propor-—
cionar una perfeccionadg calidad ae‘copia, experimentada,
en reducidos depbsitos de virador en zonas de,foﬁdo{ Ade~
més, los materiales. de sopoxte de elevado 4rea superficial
de esta invencién se caracterizan ademds por dar lugar a
un perfeccionado rendimiento de la miquina con”duracién
més prolongada de los sistemas, es decir; esbtos materiales

4

de soporte proporciohan unas propiedades de carga tribo-

disminuyendo los intervalos de tiempo entre las sustitueio-
nes de los materiales reveladores., Asimismo, los materis-
les de soporte de elevado &drea superficial de esta inven-

cidén pueden caracterizarse por proporcionar densas imégene#

velado por cepillo megnético, Asi, mediante la provisidn
de los materiales reveladores de esta invencidén, se consi-

guen sustanciales mejoxas en la duracidn de los sistemas
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! cificos en lés anteriores ejemplos de produccidn y uso de
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! 7 : 7 -
debido a la intrinseca duracién del revelador, sobre la

clagificacidén y uso de materiales de soporte dotados de lag]
éreas superficiales especificadas,

Auﬁque se exponen condiciones y materiales espe-

\1os materialles reveladores de esta invencidn, aquéllos tie-

nen una finalidad meramente ilustrativa de la presente in-~

encién. Estos y otros materiales de seporte de elevado

- !

Voer

4rea superficial, materiales viradores, sustitutivos y pro-

cedimientos, tales como los anteriormente enumerados, pue-
den sustituir a los de los Ejemplos, con resultados similas-
reé; . : L. - - . | _

Tos expertos en la maferia podrén idear otras mo-
dificaciones de la presente invenciédn tras-laAlecturé de

la presente descripcién., Tales modificaciones deberén con-

siderarse inclufdas en el 4mbito de la invencidn,

- C e T R
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viradoras finamente divididas que se adhieren electrostd-

~de acuerdo con la referida imagen latente electrostética.

T ) 20

de unos 175 cw2/zremo, vor lo menos.

"oién de imdgenes segin la reivindicacidn 1, en el que di~

REIVINDICACIONES

1, Procedimiento electrostatosrdfico de forma-
cién devimégeﬁes, que comprende las operéciones de propor-
cionar wa miembro‘électrqstatogréfico de formacidn de imd-
genes dotado de una superfioie‘de grabacién, formar una
imagen latente electrostética sobre dicha superficie de

grabacidn y poner en contacto esta imagen latente electros-

tatica con wna mezcla reveladora que comprende particulas

ticamente a la superficie de materiales de sopoxrte con
elevado 4rea superficial, que tienen un 4rea superficial
especifica de unos 150 cm2/gramo por lo menos, una desvia-
cién standard geométrica en la distribucién en volumen de.
los tamafios de partfculas inferior a 1,3 aproiimadamente

¥y una distribucidn de dichos tamaiios en la que.las particu-
las de soporte tienen un didmetro nedio inferior a 100 mi-
crgs aproximadamente, en virtud de lo cual una porcidn por
lo menos de dichas pérticulas viradoras finamente divididas
es atraida y depositada sobge dicha superficie de grabacidn
- Procedimiento electrostatogrdfico de .forma-
cibn de imégenes segin la reivindicacién 1, en el qué ai~

chos materiales de soporte tienen un drea superficial espe-

cifica de unos 165 cm2/gramo aproximadamente, por 1o menos.

T 3. Procedinmiento electrociatogrdfico de forma-
¢ién de imdgenes segin la reivindicacién 1, en el que di~

chos mabteriales de soporie tienen una superficie especificy

4, Procediniento electrostatogrifico de forma-

s
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ticulas inferior a 1,2 aproximadamente y un didmetro medio

~31 -

chos materiales de soporte tienen una desviacién standard

geométrica en la distribucién en volumen de tamafios de' par-

de particula en volumen inferior a 90 micrag aproximadanen-
te.. . :i . | | ) ,,' A :

‘5. Procédimieﬁto eiectrﬁétatogréfico de forma-
cién de imdgenes ségﬁn la reivindicacién 1, en el que los
citados materiales de soporte tienen una desviacién standar
gégﬁégfipa en la distribucién en QAiﬁﬁéH‘éé menos dé 1,15
apkoximadamepte_y un diémetro'médio de particula en volumen
inferior a unas 85 micras, | ( '

. el

cién de imdgenes segin la reivindicacién 1, en el que di-

o

Procedimiento élegtgostatogréfico de forma-

chos materiales de soporte son recupiértos-con ua delgada
pelfcula continua de un material de revestimiento,

Te Procedimiento electrostatbg;éfico de forma-
cién de imdgenes segin la reivindicacién 6, en el que el
citado material de revestimiento comprende del 0,1 al 10,0§
aproximadamente, basado en el peso de las particulas de
goporte revestidas, 7 - '

' 8. Procedimiento electiéstatogréfico de forma-
¢ifn de imdgenes segin la reivindicacién 1, en el que el
referido material de soporte comprende ferrita de niquel-~
cinc recub;erta con una delgada pelicula continua de una
compbsiciéﬂ de revestinmiento que comprende estireno, éster
metacrilato y un compuesto organoﬁilicico.
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9. Se reivindica por dltimo como objeto sobre.el -

"qué ha de recaer la patente de invencidén que se solicita:

PROCEDIMIENTO’ELECTRQSTATOGRAFICO'DE FORMACION DE IMAGENES,

Todo conforme gueda desépito y reivindicado en la
preseﬁté mempria'descriﬁtiva'gue consta de treinta y @oé.
phginas mecahoggafiadas. . '

Madrid, - %0 de méyo de 1975
- BERNARDO UNGRIA
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